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1. DATOS DE LA ASIGNATURA

	Nombre de la asignatura: 
	
	Física IV (Física de Semiconductores)

	Carrera: 
	
	Ingeniería en Eléctronica 

	Clave de la asignatura:
	
	ECC-0421

	Horas teoría-Horas práctica-Créditos:
	
	4-2-10


2. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA

2.1. Relación con otras asignaturas del plan de estudio.

	ANTERIORES
	
	POSTERIORES

	Asignaturas
	Temas
	
	Asignaturas
	Temas

	Quimica
Matemáticas I y II
	-Teoría Cuántica y estructura atómica
- Elemetos químicos y su clasificación

- Enlace quimico

- Aplicaciones de la derivada e integral
	
	Electrónica Analógica I
Optoelectrónica

Electrónica de 

Potencia
	-Diodos Transistores Bipolares, Transistores de Efecto de Campo.
Fotodiodo, Fototransistor, diodo laser.

SCR, TRIAC.



2.2. Aportación de la asignatura al perfil del egresado.
· Conoce sobre construcción y funcionamiento de dispositivos electrónicos que le permitirán al alumno diseñar, analizar, adaptar, construir sistemas y equipos electrónicos.
3. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO 

· El alumno conocerá las características y comportamiento de los materiales semiconductores y su aplicación en la construcción de diodos y transistores.
4. PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDAD

	4.1
	Unidad:
	1
	
	Tema:
	Fundamentos de semiconductores 


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El alumno relacionará los principios de física cuántica con los modelos de enlace covalente y de bandas de energía en cristales semiconductores.
	
	Examen                       70%   Trabajos en clase &  

Tareas                         30%      


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9


	Estado cristalino, redes cristalinas y crecimiento de cristales en Semiconductores. 

Materiales semiconductores.
Modelo de Enlace Covalente
Materiales intrinsecos, materiales extrincecos 

Modelo de bandas de energia
Distribucion de Fermi dirac y distribución de Maxwell-Botzman
Nivel de Fermi en materiales intrinsecos y extrinsecos

Conductividad, movilidad, proceso de difusión.
Ecuaciones de continuidad
	-Elaborar instrumentos de evaluación diagnóstica sobre temas que sean del dominio del alumno. 

-Solicitar que los alumnos investigen sobre algunos de los temas de la unidad.

-Exponer los casos asignados utilizando dinámicas pertinentes y reforzados por el maestro.
-Interpretar mediante el uso de software, la simulacion de las ecuaciones evaluadas en esta unidad.
	-Revisar sus conocimientos previos al tratar de realizar los instrumentos de evaluación.

-Investigar los temas del contenido temático.

-Analizará si la información que se le proporcionó es suficiente, contestando las preguntas que les hace el maestro.

- Desarrollara simulaciones en el software pertinente para reforzamiento de los conocimentos
	2
2
2
2
2
3
2
2
2



	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	1.-. Albert Malvino & David J. Bates, Principios de Electrónica, Ed. Mc Graw Hill (2007).
2.- Boylestad R Nashelsky L., Electrónica Teoría de circuitos Ed Prentice Hall (1989) 

3.- Gamboa M. Reyner H., Introducción a la física electrónica, Ed. IPN México (1989).


	
	Pizarrón

Material impreso y fotocopiado
Cañon
Portatil (PC)

Internet (pag Simuladores)


4. PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDAD

	4.1
	Unidad:
	2
	
	Tema:
	Unión PN


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El alumno analizará el comportamiento de la unión PN aplicando el módelo unión abrupta.

	
	Examen                       40%
Practicas de Lab.         30%                        Trabajos en clase &  

Tareas                         30%


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	2.1
2.2
   2.2.1

   2.2.2
   2.2.3

   2.2.4

   2.2.5

2.3

   2.3.1

   2.3.2

2.4

   2.4.1

   2.4.2

2.5
	Semiconductor P y semiconductor N.

Unión P-N en estado de equilibrio.

· Potencial de contacto

· Campo eléctrico

· Zonas de vaciamiento

· Carga almacenada

· Capacitancia

Condiciones de polarización

· Polarización directa

· Polarización inversa

Fenómeno de ruptura

· Ruptura por multiplicación o avalancha

· Ruptura zener

Técnicas de fabricación de dispositivos de unión


	-Elaborar instrumentos de evaluación diagnóstica sobre temas que sean del dominio del alumno. 

-Solicitar que los alumnos investigen sobre algunos de los temas de la unidad.

-Exponer los casos asignados utilizando dinámicas pertinentes y reforzados por el maestro.

-Supervisar que los alumnos realicen las prácticas indicadas.
	-Revisar sus conocimientos previos al tratar de realizar los instrumentos de evaluación.

-Investigar los temas del contenido temático.

-Analizará si la información que se le proporcionó es suficiente, contestando las preguntas que les hace el maestro.

-Resolución de casos prácticos
	2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	1.-. Albert Malvino & David J. Bates, Principios de Electrónica, Ed. Mc Graw Hill (2007).

2.- Boylestad R Nashelsky L., Electrónica Teoría de circuitos Ed. Prentice  Hall (1989) 

3.- Gamboa M. Reyner H., Introducción a la física electrónica, Ed. IPN México (1989).


	
	Pizarrón

Material impreso y fotocopiado

Cañon

Portatil (PC)

Internet (pag Simuladores)


4. PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDAD

	4.1
	Unidad:
	3
	
	Tema:
	Dispositivos de unión


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El alumno deducirá el funcionamiento de los dispositivos de unión, partiendo de las carcteristicas de diseño e identificará las diferencias de diseño de los dispositivos de unión.

	
	Examen                       40%

Practicas de Lab.         30%                        Trabajos en clase &  

Tareas                         30%


	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

   3.7.1

   3.7.2

   3.7.3

   3.7.4

   3.7.5


	Diodo rectificador

Diodo Zener

Diodo Túnel

Diodo Varactor

Diodo PIN

Diodo Schottky

Dispositivos ópticos

· Fotodiodo

· Diodo emisor de luz

· Diodo Laser

· Celda fotovoltaica

· Fotorresistencias    


	-Elaborar instrumentos de evaluación diagnóstica sobre temas que sean del dominio del alumno. 

-Solicitar que los alumnos investigen sobre algunos de los temas de la unidad.

-Exponer los casos asignados utilizando dinámicas pertinentes y reforzados por el maestro.

-Supervisar que los alumnos realicen las prácticas indicadas.
	-Revisar sus conocimientos previos al tratar de realizar los instrumentos de evaluación.

-Investigar los temas del contenido temático.

-Analizará si la información que se le proporcionó es suficiente, contestando las preguntas que les hace el maestro.

-Resolución de casos prácticos
	2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
2

2



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	1.-. Albert Malvino & David J. Bates, Principios de Electrónica, Ed. Mc Graw Hill (2007).

2.- Boylestad R Nashelsky L., Electrónica Teoría de circuitos Ed. Prentice  Hall (1989) 

3.- Gamboa M. Reyner H., Introducción a la física electrónica, Ed. IPN México (1989).


	
	Pizarrón

Material impreso y fotocopiado

Cañon

Portatil (PC)

Internet (pag Simuladores)


4.       PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDAD

	4.1
	Unidad:
	4
	
	Tema:
	Dispositivos bipolares y monopolares


	Objetivo de la Unidad
	
	Evaluación de la Unidad

	El alumno diferenciará la construcción, características y comportamiento eléctrico de los transistores bipolares y unipolares.

	
	Examen                       40%

Practicas de Lab.         30%                        Trabajos en clase  &       

Tareas                         30%




	No. Subtema
	Descripción del Subtema
	Actividades del Maestro
	Práctica del Alumno
	No. Sesiones

	4.1

      4.1.1
      4.1.2

      4.1.3

4.2

     4.2.1
     4.2.2

     4.2.3


	Dispositivos bipolares
· Funcionamiento del transistor BJT

· Polarización del transistor bipolar BJT

· Aplicaciones básicas

Dispositivos monopolares

· Estructura y construcción del los FET

· Funcionamiento del FET

· Funcionamiento del MOSFET
	-Elaborar instrumentos de evaluación diagnóstica sobre temas que sean del dominio del alumno. 

-Solicitar que los alumnos investigen sobre algunos de los temas de la unidad.

-Exponer los casos asignados utilizando dinámicas pertinentes y reforzados por el maestro.

-Supervisar que los alumnos realicen las prácticas indicadas.
	-Revisar sus conocimientos previos al tratar de realizar los instrumentos de evaluación.

-Investigar los temas del contenido temático.

-Analizará si la información que se le proporcionó es suficiente, contestando las preguntas que les hace el maestro.

-Resolución de casos prácticos
	1
3
3
3
3
3
3
3


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Bibliografia:
	
	Recurso Didáctico:

	1.-. Albert Malvino & David J. Bates, Principios de Electrónica, Ed. Mc Graw Hill (2007).

2.- Boylestad R Nashelsky L., Electrónica Teoría de circuitos Ed. Prentice  Hall (1989) 

3.- Gamboa M. Reyner H., Introducción a la física electrónica, Ed. IPN México (1989).


	
	Pizarrón

Material impreso y fotocopiado

Cañon

Portatil (PC)

Internet (pag Simuladores)


5. REVISION DE LA PLANEACION DIDACTICA

Esta planeación deberá ser revizada cada dos ciclos escolares a partir de la fecha de su efectividad.
COPIA NO CONTROLADA
	RV00/06/07
	
	F-AA-01


COPIA NO CONTROLADA
	RV00/06/07
	
	F-AA-02
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